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As pesquisas de modificagcdo superficial visando a otimizacdo ou obtencdo de
determinadas caracteristicas dos materiais - sendo esses, ceramicas, polimeros, metais, etc. —
vém crescendo no Brasil e meios de se caracterizar essas superficies modificadas vém sendo
requisitados. Uma das principais técnicas de medicdo de massa molecular superficial, dado
importante para esse tipo de pesquisa, é a técnica de TOF-SIMS (Time Of Flight — Secondary
lon Mass Spectrometry). Essa técnica consiste no bombardeamento de uma superficie com ions
(chamados de ions primarios), causando a ejecdo de particulas neutras e de ions (chamados de
ions secundarios) dessa superficie. Posteriormente, é feita a mensuracdo da massa molecular
desses ions medindo o tempo que eles demoram para percorrer uma distancia conhecida,
guando submetidos a um potencial elétrico constante (esse tempo é chamado de “tempo de voo”
-TOF). Um equipamento do tipo TOF-SIMS, atualmente, ndo existe em nosso pais, dai a
importancia de se obter uma tecnologia desse tipo.

O equipamento é constituido de basicamente trés componentes: uma delas responsavel
pelo vacuo, outra responsavel por gerar os ions secundarios e a terceira responsavel por detectar
0s ions ejetados e determinar sua massa. Existem varios niveis de vacuo, e 0 que precisamos é
chamado de “ultra-alto vacuo” (UAV), que sdo pressdes da ordem de 107 torr. Para alcangar
tal nivel de véacuo, utilizamos quatro tipos de bombas em nosso sistema, (mecanica,
turbomolecular, idnica e sublimadora de titanio) cada uma responsavel por diminuir a pressao
da camara até uma certa faixa. Para gerar os ions secundarios utilizamos um canh&o de Cs* que
bombardeia a superficie a ser analisada, e em consequéncia a faz ejetar ions secundarios. Esse
canh&o consiste na sublimaco de atomos de Cs%s) e sua posterior ionizacéo e extragdo quando
sdo submetidos a um intenso campo elétrico. O terceiro componente, é o responsavel por
determinar a relacdo m/z (massa/carga) dos ions ejetados pela superficie. Esse conjunto é
constituido de um tubo de voo, pelo qual as particulas irdo passar e por um detector de ions.
Nesse tubo de voo, as particulas carregadas passam por uma regido de potencial elétrico
constante, ou seja, possuem velocidade constante. Sendo o tamanho do tubo de voo conhecido,
0 tempo que as particulas demoram para atingir o detector passa a ser apenas dependente da
massa da particula.

Até o momento, foi-se dominada a tecnologia de obtencdo de ultra-alto vacuo e o
manejo das bombas e medidores. A pressdo de trabalho atual fica na faixa de 5x10® Torr
suficiente para realizar todos os testes preliminares necessarios. Foi-se mensurada a variagcao
dos parametros de funcionamento do canhéo de Cs* sob as possiveis condi¢des de operacao do
equipamento, constatando-se que o canhdo estd funcionando plenamente. O detector ja foi
instalado na cdmara de UAV sendo que o tubo de v60 se encontra na etapa final de construcao.
Independente da atividade experimental, foram realizadas simula¢des de tempos de voo de ions
utilizando o programa Simion 3D 7.0. Testes preliminares no funcionamento do detector em
uma configuracdo intermediaria estdo em andamento. Espera-se montar o detector no
espectrometro de massa quando o tubo de v6o ficar pronto a fim de se obter um primeiro
espectro TOF-SIMS de uma superficie padrédo de Si.



